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Seqiéncia de conteudos:
1. Introducao;
2. Ponto de operacao;
3. Circuito de polarizacao fixa;
4. Aplicacoes;
5. EXxercicios.
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Relacdes basicas no transistor:
 Tensao base-emissor;
 Corrente de emissor;
 Corrente de coletor;
 Ganho.
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Ponto de

Operagao

Operacao naregiao linear (ativa):
e Juncao base-emissor polarizada diretamente;
« Juncéo base-coletor polarizada reversamente.

Operacéo naregiao de corte:

« Juncao base-emissor polarizada reversamente;

« Juncéo base-coletor polarizada reversamente.

Operacao naregiao de saturacao:
e Juncao base-emissor polarizada diretamente;
» Juncao base-coletor polarizada diretamente.
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Circuito com polarizacao fixa
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Exemplo de um amplificador transistorizado com polarizacao fixa.
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Circuito completo CC + CA.

Circuito equivalente CC.
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Polarizacao direta da juncao base-emissor:
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Malha coletor-emissor:
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Exemplo:
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Exemplo:

|, =Yoo ~Vee 12707 _ 47, 08.uA
Ry 240k

l.=/-1,=50-47,081 = 2,35mA

V., =V —I.-R. =12—2,35m-2,2k = 6,83V
V., =V, =0,7V
V.. =V, =6,83V

V.. =V, -V, =0,7-6,83=-6,13V
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Saturacao do transistor:
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Saturacao do transistor, exemplo:
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Exercicio:
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Porta logica inversora:
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At turn-off
;:g NO
LV . \ ""!.
5 A o NC

5 — High-voltage spike
Vi'll'l &Q" h E }
l/’
0 Iirf::u!']' [ R ‘ I

Al turn- utl

;
— g U




AU &
HIJ

Acionando um relé:

When transistor
turned off



Chave a transistor;
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Indicador de nivel de tensao:
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Aplicacles dos BJTs
Exercicios:
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Verificar os estados de operagao do transistor e desenhar a forma de onda de V,,.




AplicacOes dos BJTs
Exercicios:
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Determinar os resistores Rg e R para o circuito operar com porta logica inversora.
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Seqiéncia de conteudos:
1. Circuitos com transistores.



